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图 2 

 

 

 



 

  

 

图 3 



 

  

提供衬底

光刻形成第一N阱注入窗口，并向注入窗口内

注入N型离子

热推阱形成第一N阱

注入P型离子并热推阱，形成插入第一N阱的

第一插入式阱，以及第一N阱旁的第一P阱

在衬底上形成外延层

光刻并向外延层中注入N型离子，推阱后形成

与第一N阱相接的第二N阱

S410

S420

S430

S440

S450

S460

注入P型离子并热推阱，形成插入第二N阱的

第二插入式阱，以及第二N阱旁的第二P阱

形成有源区和场氧

形成源极和漏极

S470

S480

S490

 

图 4 

 


